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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb chemicznej dekapsulacji podzespotéow elektronicznych
zwiaszcza typu MOSFET, PLCC, SO, QFP i QFN w celu oceny jako$ci wewnetrznej struktury potprze-
wodnikowej, elementdéw podzespotu i ich potgczen, a takze w celu rozréznienia oryginalnego podze-
spotu elektronicznego od podrobionego.

Istnieje szereg sposobéw dekapsulacji podzespotéw elektronicznych, a mianowicie: sposéb me-
chanicznego usuwania czesci odbudowy potgczony z dalszym trawieniem chemicznym lub trawieniem
przy uzyciu plazmy albo wigzki laserowej, sposob trawienia chemicznego oraz sposob trawienia z uzy-
ciem plazmy lub lasera.

W sposobie chemicznym do roztwarzania obudowy tworzywowej lub ceramicznej stosowane sg
kwasy nieorganiczne np. azotowy, siarkowy oraz ich mieszaniny, kwas solny, fosforowy lub kwas fluo-
rowodorowy. Skfad roztworéw stosowanych w tym sposobie zalezy nie tylko od materiatu, z ktérego
wykonana jest obudowa, ale takze od materiatéw, z ktérych wykonane sg inne elementy podzespotu
(m.in. potgczenia drutowe, podstawa montazowa, wyprowadzenia).

W opisach patentowych US2004/0018651 A1 i US 6709888B2 przedstawiono sposéb dekapsu-
lacji chemicznej, ktéry polega na usuwaniu fragmentu obudowy podzespotu elektronicznego wykonane;j
z polimeru lub ceramiki w celu odstoniecia ukfadu scalonego przy zastosowaniu dymigcego kwasu azo-
towego i siarkowego zmieszanych w proporcji od 3 : 1 do 6 : 1. Trawienie obudowy prowadzone jest
w sposéb automatyczny w specjalnej komorze trawigcej w temperaturze < 60°C. Sposob charakteryzuje
sie tym, ze zastosowana w mieszaninie trawigcej proporcja kwaséw oraz niska temperatura trawienia
nie powodujg uszkodzenia miedzi lub usuwajg ja w nieznacznym stopniu.

W innych znanych patentach opisy dotyczg dekapsulacji podzespotéw w obudowach z wyprowa-
dzeniami sferycznymi pod obudowg, wykonanych w technologii ,Package on Package”. W opisie pa-
tentowym US 6358852B1 jako podstawowy stosuje sie sposdb mechanicznego usuwania czesci obu-
dowy wielochipowych ukfadéw scalonych, a nastepnie trawienie plazmowe. Sposéb trawienia chemicz-
nego stosuje sie jako alternatywng metode w celu oceny chipu umiejscowionego od spodniej strony
podzespotu. Po wstepnym mechanicznym usunieciu fragmentu tego rodzaju obudowy i chemicznym
wytrawieniu gérnego uktadu scalonego, trawienie chemiczne prowadzi sie w specjalnym urzgdzeniu ze
strumieniowym dozowaniem dymigcego kwasu siarkowego o temperaturze 200°C.

W opisie patentowym US 7,666,321 B2 proces trawienia chemicznego z uzyciem dymigcego
kwasu azotowego jest stosowany jako ostatni etap dekapsulacji podzespotéw z potgczeniami sferycz-
nymi. Trawienie jest prowadzone w temperaturze 60—-100°C w czasie od 30 sekund do 5 minut.

Dekapsulacja podzespotdéw elektronicznych sposobem chemicznym opisana w znanych paten-
tach prowadzona jest w specjalnych urzadzeniach, ktére zapewniajg automatyzacje procesu. Sg to jed-
nak kosztowne urzgdzenia, ktére ponadto wymagajg niekiedy specjalnego i dostosowanego do danego
typu obudowy, wstepnego przygotowywania podzespotu.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu chemicznej dekapsulacji podzespotéw elektronicz-
nych zwtaszcza typu MOSFET, PLCC, SO, QFP i QFN, ktory jest wykonywany manualnie i nie wymaga
wstepnego przygotowania podzespotu.

Spos6b chemicznej dekapsulacji podzespotéw elektronicznych wediug wynalazku, skfada sie
z dwoch procesow. W pierwszym procesie trawienia obudowy, badany podzespdt umieszcza sie
w zlewce na plycie grzejnej nagrzanej do temperatury 150°C i zalewa sie takg iloscig roztworu trawig-
cego, aby podzespdt byt catkowicie pokryty roztworem. Roztwér trawigcy obudowe podzespotu stanowi
mieszanina stezonego kwasu siarkowego i wody utlenionej 30% w proporcji 20 : 1 lub 10 : 1. Proces
trawienia prowadzi sie w czasie od 10 do 30 sekund w temperaturze od 120 do 150°C. W drugim pro-
cesie czyszczenia w celu usuniecia produktow trawienia, podzespdt przektada sie do zlewki z alkoholem
izopropylowym z dodatkiem inhibitora korozji i umieszcza sie w ptuczce ultradzwiekowej na 15 do 30 se-
kund. Jako inhibitor korozji stosuje sie benzotriazol w ilosci od 5 do 10 mg/dm? alkoholu izopropylowego.

Oba procesy prowadzi sie przemiennie az do odstoniecia badanych elementéw wewnetrznych
podzespotu.

Sposo6b wedtug wynalazku nie wymaga wstepnego przygotowania podzespotu oraz nie powoduje
korozji ocenianych wewnetrznych metalowych elementéw podzespotu.

Przyktad:

Podzesp6t w obudowie MOSFET umieszcza sie w zlewce na plycie grzejnej nagrzanej do tem-
peratury 150°C i zalewa 50 ml roztworu trawigcego o sktadzie: kwas siarkowy i woda utleniona (30%)
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w proporcji 10 : 1. Proces trawienia obudowy prowadzi sie przez 15 sekund, a nastepnie podzespét
przenosi sie za pomocg plastikowej pincety do zlewki z alkoholem izopropylowym z dodatkiem benzo-
triazolu o stezeniu 5 mg/dm? alkoholu izopropylowego. Proces czyszczenia prowadzi sie w ptuczce ul-
tradzwiekowej przez 15 sekund. Oba procesy sg prowadzone przemiennie az do odstoniecia badanych
elementéw wewnetrznych podzespotu.

Zastrzezenie patentowe

1. Sposob chemicznej dekapsulaciji podzespotéw elektronicznych, w ktérym badany podzespot
umieszcza sie w zlewce umieszczonej na ptycie grzejnej i zalewa sie takg iloscig roztworu
trawigcego, aby podzespét byt catkowicie pokryty roztworem, znamienny tym, ze roztwor tra-
wigcy obudowe podzespotu stanowi mieszanina stezonego kwasu siarkowego i wody utlenio-
nej 30% w proporcji 20 : 1 lub 10 : 1, a proces trawienia prowadzi sie w czasie od 10 do
30 sekund w temperaturze od 120°C do 150°C, po czym podzespét przektada sie do zlewki
z alkoholem izopropylowym z dodatkiem inhibitora korozji i umieszcza sie w ptuczce ultra-
dzwiekowej na 15 do 30 sekund, gdzie jako inhibitor korozji stosuje sie benzotriazol w iloSci
od 5 do 10 mg/dm? alkoholu izopropylowego, a oba procesy prowadzi sie przemiennie az do
odstoniecia badanych elementéw wewnetrznych podzespotu.



